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近年、磁気光学(MO)イメージングは数十 GHzでの高周波磁場計測技術として期待されている。
そこで、より高周波の磁場を可視化する MOイメージングプレートに用いる MO材料の開発が求
められている。これまでに我々は、MO特性に優れた Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (Bi2.5Ga:NIG)薄膜を有
機金属分解(MOD)法[1]を用いてガラス基板上に作製することに成功し[2]、バイアス磁場を印可せ
ずに 6 GHzまでの高周波磁界を計測することに成功している[3]。しかし、さらに高周波領域にお
ける MO 性能を向上させるためには、それらの薄膜における磁気回転比g、g 因子、減衰係数aな
どの高周波特性を理解する必要がある。そこで今回は、ガラス基板上に作製した Bi2.5Ga:NIG 薄
膜について、強磁性共鳴(FMR)法を用いた評価を行ったので報告する。 

Bi2.5Ga:NIG（y = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1）薄膜は、MOD溶
液（高純度化学研究所製）を用いてガラス基板（コーニン

グ、イーグル XG）上に作製した。始めにガラス基板上に
バッファー層として厚さ 90 nmのNd2BiFe4GaO12薄膜を成

膜し、その上に約 150 nmの厚さの Bi2.5Ga:NIG薄膜を成
膜した。FMRの測定には 9.09 GHzのマイクロ波を用いた。 

Bi2.5Ga:NIG薄膜の共鳴磁場Hresの値を膜の垂直方向と

印加磁場がなす角度bに対してプロットしたグラフを Fig. 
1に示す。白抜きプロットは Hresの実験値であり、曲線は

フィッティング曲線である。Hresの角度依存性は、Ga置換
量の増加に伴い、磁化容易軸は面内から垂直方向に変化し

たことがわかった。Fig. 2にb = 0での積分 FMRスペクト
ルの半値幅 ΔHの Ga置換量依存性を示す。Ga置換量の増
加に伴って ΔHが 0.58 kOeから 2.14 kOeまで増大したこ
とがわかった。この ΔH の上昇は、Ga 置換量の上昇に伴
って磁化補償組成に近づいたことに起因しており、減衰係

数aの変化と関係していると考えられる。詳細は当日報告
する。 
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Fig. 2. The relationship between damping 
coefficient and Ga content of Bi2.5Ga:NIG 
thin films. 

 
Fig. 1. Angular dependence of the 
resonance field of Bi2.5Ga:NIG thin films. 
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